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Gwaltowny rozw¢j badan nad materiatami dwuwymiarowymi sprawil, ze dostgpne sg dzi$ dziesiatki
materialow 2D o zréznicowanych wilasciwosciach elektrycznych, optycznych czy termicznych. Co wiecej
istniejace warstwy mozna w dowolny sposéb naktadac na siebie, tworzac tak zwane heterostruktury Van der
Waalsa - nowe, sztuczne struktury, ktore nie wystepujg naturalnie w przyrodzie. Gtoéwna zaletg takich struktur
jest potencjalna mozliwo$¢ tworzenia materiatu o okreslonych wlasciwosciach pod konkretne zastosowanie,
co okresla si¢ mianem ,,materialu na zadanie”. Jednym z gtownych wyzwan technologii wytwarzania nowych
heterosturktur jest odpowiedz na pytanie jaki wklad we wlasciwosci docelowej heterostruktury maja
poszczegdlne warstwy sktadowe. W materialach o grubosci jednego atomu, praktycznie cata objetosé
materiatu jest interfejsem, co powoduje, ze jego najblizsze otoczenie moze znaczaco zmieni¢ jego
charakterystyczne parametry. Dobrze znanym przykltadem moze by¢ tutaj przewodnictwo cieplne grafenu.
Jego warto$¢ moze male¢ nawet o rzad wielkosci pomigdzy warstwa podwieszong a osadzong na podiozu,
natomiast w przypadku dwodch warstw grafenowych natozonych na siebie, silnie zalezy od ich wzglednego
utozenia sieci krystalicznych.

W tym projekcie planuje si¢ badania whasciwosci fononowych heterostruktur van der Waalsa, ktore
Moga mie¢ bezposredni wptyw na rozpraszanie nosnikéw czy wlasno$ci termiczne powstatego materiatu.
Badania wlasciwosci fononowych heterostruktur majg charakter czysto naukowy, ale sg rowniez niezbedne do
zarzadzania transportem ciepta i zrozumienia mechanizmow rozpraszania energii w nowych przyrzadach
opartych na materiatach dwuwymiarowych. Projekt skupia¢ si¢ bedzie na materiatach z grupy
dichalkogenekéw metali przejéciowych (MX2, M = Mo, W, X = S,Se ), ktorych heterostruktury wykazujg duzy
potencjat w zastosowaniach elektronicznych i optoelektronicznych. taczac te materiaty z grafenem jako
elektroda oraz azotkiem boru jako warstwa pasywacyjng, pozwoli na kompleksowe badanie interfejsow w
przysztych przyrzadach ztozonych wylacznie z dwuwymiarowych warstw.

Jako gtowny wynik projektu przewidujemy otrzymac petng charakteryzacje fononowa heterostruktur
opartych na materiatach z grupy dichalkogenekow metali przejéciowych. Spodziewamy si¢, Zze badanie
wlasciwosci fononowych w funkcji kolejnosci i wzglednego kata utozenia poszczegdlnych warstw pozwola
na projektowanie przysztych urzadzen uwzgledniajac wlasciwosci termiczne czy jakosé interfejsu. Bedzie to
pierwszy krok do powstawania urzadzen wykorzystujacych optymalizacje fononowa materiatow.



